
Thèse 3.2 

 Laboratoire : CRHEA 

 Sujet thèse: Intégration de GaN et Si. Le projet vise à intégrer par l’épitaxie des composants 

GaN et Silicium sur la même plaque en vue de réaliser un circuit de puissance. 

 Nature de la thèse : Partage avec Sherbrooke Canada 


